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第 3 章では，基板表面改質用イオン照射装置の試作について述べている o イオン源は基板表面改質に必
要な 10- 9 Torrの超高真空中でミ使用可能で、あることやイオン電流が数flA以上得られることなどの理由
により，液体金属イオン源 CLMI S) を採用しJ LM I S に関する基礎実験を行ったことについて述べ
ている。その中で，イオン電流の安定性に関係する要因を明らかにし，さらにイオンの発生に伴う中性ク
ラスタ，イオンクラスタの発生機構について考察している。また，数値解析法を用いて， LM I Sから引
き出された大放射角 (6 00 )イオンビームを絞ることができる静電レンズ系を設計，試作し，質量分離
器と減速系を加えて基板表面改質用イオン照射装置を完成させている。その性能としてはAu イオンの場













第 5 章では，改質したガラス基板 CS i O2 )上における Sn 超薄膜の成長について述べているo 試作
したイオン照射装置を用いて，ガラス基板 CS i O2 )の表面を S n+ イオンで改質し改質したガラス基
板の表面を透過電子顕微鏡 CTEM) で観察し，その上に形成されたアモルファス構造を持つ高密度の
Sn 核と基板との関係を考察している。さらに，改質した基板と改質していない基板へ，同時に Sn の真
空蒸着を室温で行い，それらの成長様式をTEMで観察し.比較した結果，改質していない基板の場合は
o 
島と島の合体が遅く，連続膜になるときの膜厚が 1 0 0 A以上であったのに対して，改質した基板の場合
。
は成長した島の密度が高く，島と島との合体がより早く起こり， 2 5 A程度の連続超薄膜が得られたこと
を示しているo
第 6 章では，イオン照射による n型 S i 基板と Sn薄膜聞の接触抵抗の低下について述べている。試作
したイオン照射装置から発生した 500 0 e Vの S n+ イオンを用いて. 1 x 1 ・ 0 16 ions /ed の照射量で
o 
















静電レンズを設計することによって，基板上で 10 )1 A オーダの金属イオンを得ることを可能にしてい
る。
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(2) Au+ イオンを用いて，単結品KCl 基板表面の改質を行い，エピタキシ}性に優れた高密度Au核
を形成することによって，その基板上Au膜のエピタキシー条件の低温化と超薄膜化を実現している。
(3) ガラス CS i O2 ) 基板表面IrSn+ イオンを照射することによって，室温で膜厚25Aの連続なア
モルファス Sn超薄膜の作製を可能にしている。
(4) 金属と半導体問のオーミック接触を実現するための新しいモデルを提案している。それに基づいて
5000eVの Sn-tイオンを n型 S i 単結晶基板に照射し，電極を形成する乙とによって良好なオーミ
ック電極が形成されることを明らかにしている。
乙のように本論文は，大電流金属イオン照射装置を開発し，その装置を用いて基板表面を改質すること
によって，薄膜の成長様式を制御する方法を提案し，その有効性を実証するとともに，金属一半導体界面
の研究においても多くの有用な新知見を与えており，薄膜工学や界面工学などの発展に貢献するところが
大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
-397-
